Katilarda enerji durum yogunlugu Z(E), enerji E ile nasil degisir?

-

Higbiri
“
T
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1/2 -Dogru Cevap
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2/3

Dogal InSb ( E,= 0.225 eV ) yar1 iletken maddesinde foto etkiye artis saglayacak 1518
maksimum dalga boyu kag ocm” dir? (h=6.62x10* Js ve 151k hizi ¢ = 3x10° m/s alinsin)
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© 48
@ y
5.5 -Dogru Cevap
“ Higbiri
“ 32

Elektron hareketliligi (mobilitesi) 0.14 m?V*s' olan bir Si’da T=300 K’de elektronlarin
difiizyon sabiti ka¢ m%s’ dir? ( kT/e = 0.025V alini1z)

© 11.2x10°

© 2ox100

© gox10

® 3.5x103 -Dogru Cevap
“ Higbiri

T=0K’de E-+ 0,08 eV ve E:- 0,08 eV enerji seviyelerindeki elektronlarin bulunma olasilig1
sirastyla asagidakilerden hangisidir?

i

0.32; 0.68

© 008,092

@ 0; 1 -Dogru Cevap
© 0.04:096

i

Hicbiri



T=300 K’ de Germanyumun iletkenlik bandindaki etkin durum yogunlugu N ka¢ m-
stir? ( Ge igin: m.= 0,55 m, =9.1x10-31kg; k=1.38x10-23] /K; h=6.62x10+¢]s).

© 25x10%

“ Higbiri

© 48

{e o
1.02x10% -Dogru Cevap

© 546.4

T =400 K’de E-+ 0,05 eV ve Eg- 0,05 eV enerji seviyelerindeki elektronlarin bulunma
olasilig1 sirasiyla asagidakilerden hangisidir? (kT= 3.4x10% eV)

-

0.32;0.68
“ Higbiri
“ 0.04;0,96
© 0.10;0.90
{e

0.19; 0.81 -Dogru Cevap

Saf Fermi seviyesine gore T=300 K’ de n- tip1 bir Si” daki Fermi enerji seviyesinin konumu

0.345 eV’ tur. Bu verilere gore, n-tipi Si katk1 konsantrasyonu kag cm” tiir. (n;= 2x10™°cnm
*ve kT=0.025 eV olarak aliniz)

© 48x10m

“ oxtiov
© ex10m
(s o
2x101 -Dogru Cevap
“ Higbiri

GaAs i¢in T= 300 K’ de N¢=4.7x10" cm ve N,=7x10"® cm?oldugunu varsayarsak, bu yari
iletkenin saf yiik tastyict yogunlugu? (Eg= 1.42 eV; kT=0.025 eV alinsin)

© 6.7x107

Higbiri
4.2x10%°
8.4x10" -Dogru Cevap
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p-tipi bir yar1 iletken lizerinde omik kontakt olusturmak icin segmemiz gereken metalin
is fonksiyonu (®u) ne olmal?

® @, > P -Dogru Cevap
C e.<,

R 'Y

“ Higbiri

3 eV enerjiye sahip bir fotonun dalga boyu ka¢ [m’ dir? ( hC = 1.24 olarak alinsin.)
i

11
“ 023
{* -

0.41 -Dogru Cevap
“ Higbiri
“ 062

Iletim yoniinde 0.35 V’luk bir potansiyel uygulanmis olan bir Si diyottan T=300 K’de kag
mA akim geger? (i,= 2x10° A, kT =0.025 eV)

Y
“ axa00
“ Hicbiri
" o
2.4 -Dogru Cevap
Iﬁ

0.2

p-tipi bir Si elde etmek i¢in, periyodik tablodaki hangi grup elemanlarini kullaniriz?

oy
3 -Dogru Cevap
“ 5
“
i

Hicbiri



T=300 K’ de Germanyumun iletkenlik bandindaki etkin durum yogunlugu N ka¢ m-
stir? ( Ge igin: m.= 0,55 m, =9.1x10-31kg; k=1.38x10-23] /K; h=6.62x10+¢]s).

48

© 546.4

O 1.02x10% -Dogru Cevap
© 25x10%

“ Higbiri

T=0K’de E-+ 0,08 eV ve E:- 0,08 eV enerji seviyelerindeki elektronlarm bulunma olasilig1
sirastyla agsagidakilerden hangisidir?

“ Higbiri

0.08; 0.92

0; 1 -Dogru Cevap
0.04; 0.96

0.32; 0.68

TN

Elektron hareketliligi (mobilitesi) 0.14 m? V' s* olan bir Si’da T=300 K’de elektronlarin
difiizyon sabiti ka¢ m%s’ dir? ( kT/e = 0.025V alini1z)

“ Hicbiri

© gox10

© 2ox100

O 3.5x103 -Dogru Cevap
© 11.2x10°

p-tipi bir yar1 iletken lizerinde omik kontakt olusturmak i¢in se¢gmemiz gereken metalin
is fonksiyonu (@) ne olmali?

C (I)M:(I)S

C e.<o,
“ Higbiri
-

@, > P -Dogru Cevap



Bakirin atomik kiitle numarasi 63.54 ve kiitle yogunlugu 9x10° kg/m?*’ tiir. Fermi seviyesi kag
eV’ tur? (m.= m, = 9.1x10*kg)

O 7 -Dogru Cevap
48

“ Higbiri

“n

© 32

Saf bir GaAs yar1 iletken i¢in T= 160 K sicakliktaki Fermi enerji seviyesi kag
eV'tur? (Bilgi: GaAs icin E;=1,42 eV, m,=0.067 m,, m,=0.67 m,, k= 8,62x10- eV/K)

© 0457
© 0.234

“ Higbiri

O 0.734 -Dogru Cevap
o112

3 eV enerjiye sahip bir fotonun dalga boyu kag (m’ dir? ( hc = 1.24 olarak alinsin.)

© 0.41 -Dogru Cevap
“ 062

“ 023

“ Higbiri

N

T =400 K’de E-+ 0,05 eV ve E- 0,05 eV enerji seviyelerindeki elektronlarin bulunma
olasilig1 sirasiyla asagidakilerden hangisidir? (kT= 3.4x10% eV)

© 0.10:0.90

0.32; 0.68
0.04: 0,96
Hicbiri
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© 0.19: 0.81 -Dogru Cevap



T =400 K’de EF+ 0,05 eV ve Eg- 0,05 eV enerji seviyelerindeki elektronlarin bulunma
olasihig: sirasiyla asagidakilerden hangisidir? (kT= 3.4x107 eV)

0.10; 0.90

Higbiri

0.04; 0,96

0.32; 0.68

0.19; 0.81 -Dogru Cevap

Dogal InSb ( Eg= 0.225 eV ) yan iletken maddesinde foto etkiye artis saglayacak 1s181n
maksimum dalga boyu ka¢ ccm’ dir? (h=6.62x10"* Js ve 151k hiz1 ¢ = 3x10° m/s alinsin)

Higbiri

4.8

5.5 -Dogru Cevap
1.1

3.2

T=300 K sicakhkta, me =0,07m, ve donorlarin iyonlasma enerjisi Ep=6.6x10" eV olarak
verilen Si yar iletken maddesinin dielektrik sabiti ne kadardir?

11

8.65

12 -Dogru Cevap
Higbiri

16

Elektron hareketliligi (mobilitesi) 0.24 m” V™ s™ olan bir Si, 6x10%* m™ Fosfor (F)
atomlariyla zenginlestirilirse 6zdirenci kac Qm olur? (e = 1.6x10°C; n= Np)

3.8x10°

2.6x10°

4.34x10™ -Dogru Cevap
Higbiri

6x10°



T=300 K sicakhiktaki bir malzeme i¢cin Fermi enerjisi seviyesi 6.25 eV’dur. Bu
malzemedeki elektronlar Fermi-Dirak dagilimina uymaktadir. 6.30 eV’daki bir enerji
seviyesinin bir elektron tarafindan isgal edilme olasihgi nedir? (kT= 0.025 eV)

0.008

Higbiri

0.12 -Dogru Cevap
0.5

0.02

p-tipi bir Si elde etmek icin, periyodik tablodaki hangi grup elemanlarim kullaminz?
Higbiri

4

1

5

3 -Dogru Cevap

Katilarda enerji durum yogunlugu Z(E), enerji E ile nasil degisir?
Higbiri

1

2/3

1/2 -Dogru Cevap
1/3

GaAs icin T= 300 K’ de Nc=4.7x10"" cm™ ve Ny=7x10"® cm™ oldugunu varsayarsak, bu
yar1 iletkenin saf yiik tasiyici1 yogunlugu? (Eg=1.42 e¢V; kT=0.025 ¢V alinsin)

2x10'°

8.4x10™ -Dogru Cevap
Higbiri

4.2x10%

6.7x10%

p-tipi bir yari iletken iizerinde omik kontakt olusturmak icin se¢cmemiz gereken
metalin is fonksiyonu (®um) ne olmali?

Py = Ps



®y > Ps -Dogru Cevap
Py < Ps
Higbiri

T=300 K’ de Germanyumun iletkenlik bandindaki etkin durum yogunlugu N¢ kag¢
m-3 tiir? ( Ge i¢in: me= 0,55 m, =9.1x10-3kg; k=1.38x10-23] /K; h=6.62x10-34]s).

4.8

1.02x10%° -Dogru Cevap
2.5x10%

2546.4

Higbiri

Elektron hareketliligi (mobilitesi) 0.14 m? V"' s* olan bir Si’da T=300 K’de elektronlarin
diflizyon sabiti ka¢ m?*/s’ dir? ( kT/e = 0.025V aliniz)

® 3.5x10°® -Dogru Cevap
© g2x10*

“ 11.2x10¢

“ Higbiri

© 22x100

Dogal InSb ( E,= 0.225 eV ) yar1 iletken maddesinde foto etkiye artig saglayacak 1s1gin
maksimum dalga boyu kag ocm” dir? (h=6.62x10* Js ve 151k hizi ¢ = 3x10° m/s alinsin)

© 32

“ Higbiri
48

“ o1

S

5.5 -Dogru Cevap

T =400 K’de E-+ 0,05 eV ve E:- 0,05 eV enerji seviyelerindeki elektronlarin bulunma
olasilig1 sirasiyla asagidakilerden hangisidir? (kT= 3.4x102 eV)

Hicbiri



O

0.19; 0.81 -Dogru Cevap
0.32;0.68
0.10; 0.90
0.04; 0,96

TN

Saf bir GaAs yar1 iletken i¢in T= 160 K sicakliktaki Fermi enerji seviyesi kag
eV'tur? (Bilgi: GaAs icin E;=1,42 eV, m,=0.067 m,, m,=0.67 m,, k= 8,62x10- eV/K)

@ 0.734 -Dogru Cevap
© 0.234
© 0457
0112
“ Higbiri

T=300 K’ de Germanyumun iletkenlik bandindaki etkin durum yogunlugu N ka¢ m-
s tiir? ( Ge igin: m.= 0,55 m, =9.1x10-1kg; k=1.38x10]/K; h=6.62x10-+]s).

“ Higbiri
© 25464

© 25x10

“ 48

ie -

1.02x10% -Dogru Cevap

Katilarda enerji durum yogunlugu Z(E), enerji E ile nasil degisir?

-

13
“ Higbiri
“
“ o
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1/2 -Dogru Cevap

N,=10*m* ve Ny = 102m? ise silisyumdaki p-n eklemi igin T=300K” de denge kontak
potansiyeli nedir? (n= 2x10* m?, kT/e = 0.025V aliniz)



O

TN

0.771 -Dogru Cevap
6.25x10"

0.384

Higbiri

0.886

Bakirin atomik kiitle numarasi 63.54 ve kiitle yogunlugu 9x10° kg/m?*’ tiir. Fermi seviyesi kag
eV’ tur? (m.= m, = 9.1x10*Kg)

T
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11

7 -Dogru Cevap
4.82

3.2

Higbiri

3 eV enerjiye sahip bir fotonun dalga boyu kag (m’ dir? ( hc = 1.24 olarak alinsin.)

.
.
-
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-

1.1

Higbiri

0.23

0.41 -Dogru Cevap
0.62

T=300 K’ de dogal silisyumun iletkenligi 5x10* Q*m* dir. Elektron ve hol hareketlilikleri

(mobiliteleri) sirasiyla 0.14 ve 0.05 m? V' s ise elektron-hol ¢ifti yogunlugu nN; kag m tiir?
(e =1.6x10"C alinsin)

O

TN

1.6x10* m? -Dogru Cevap
2x10* m

Higbiri

4.46x10" m?

8x10* m*

Dogal InSb ( E,=0.225 eV ) yari iletken maddesinde foto etkiye artis saglayacak 1si§in maksimum
dalga boyu ka¢ ocm’ dir? (h=6.62x10"" Js ve 151k hizi ¢ = 3x10® m/s alinsin)



1.1
3.2
4.8
Higbiri

5.5 -Dogru Cevap

Elektron hareketliligi (mobilitesi) 0.14 m?V™s™ olan bir Si’"da T=300 K’de elektronlarin difiizyon
sabiti kac m?/s’ dir? ( kT/e = 0.025V aliniz)

8.2x10™

Higbiri

2.2x10°®

3.5x10° -Dogru Cevap

11.2x10°

3 eV enerjiye sahip bir fotonun dalga boyu kag [m’ dir? (hc = 1.24 olarak alinsin.)

0.41 -Dogru Cevap
Higbiri

0.62

0.23

1.1

Yari iletkenlerde etkin durum yogunlugu (N veya N, ) sicaklikla nasil degisir?
Hicbiri

T

T*2-Dogru Cevap

T2

T2/3

GaAs igin T= 300 K’ de N=4.7x10" cm™ ve N,=7x10"® cm* oldugunu varsayarsak, bu yari iletkenin saf
yik tastyici yogunlugu? (E; = 1.42 eV; kT=0.025 eV alinsin)



Higbiri

8.4x10" -Dogru Cevap
6.7x10"%

4.2x10%

2x10%

Elektron hareketliligi (mobilitesi) 0.24 m* V' s* olan bir Si, 6x10%* m™ Fosfor (F) atomlariyla
zenginlestirilirse 6zdirenci kag Qm olur? (e = 1.6x10™C; n = N,)

4.34x10™ -Dogru Cevap
Higbiri

6x10°

2.6x10°

3.8x10°

T =400K’de E-+ 0,05 eV ve E.- 0,05 eV enerji seviyelerindeki elektronlarin bulunma olasihigi sirasiyla
asagidakilerden hangisidir? (kT= 3.4x107 eV)

0.32; 0.68
0.19; 0.81 -Dogru Cevap
0.04; 0,96
0.10; 0.90

Hicbiri

T=300 K’ de Germanyumun iletkenlik bandindaki etkin durum yogunlugu N, ka¢ m-3 tiir?
( Geicin: m.= 0,55 m, =9.1x10-31kg; k=1.38x10-23] /K; h=6.62x10-34 s ).

Hicbiri

2546.4

4.8

1.02x10% -Dogru Cevap

2.5x10%*

N,=10*m? ve Ny = 10”m? ise silisyumdaki p-n eklemi icin T=300K’ de denge kontak potansiyeli



nedir? (n;=2x10" m?, kT/e = 0.025V aliniz)
0.771 -Dogru Cevap

0.886

Higbiri

6.25x10"

0.384

iletim yoniinde 0.35 V’luk bir potansiyel uygulanmis olan bir Si diyottan T=300 K’de ka¢ mA akim
gecer? (i,=2x10”° A, kT =0.025 eV)

0.2

Higbiri

6.8

2.4 -Dogru Cevap

4x10°



Katilarda enerji durum yogunlugu Z(E), enerji E ile nasil degisir?
1/3
1/2 -Dogru Cevap
1
2/3
Higbiri

Saf Fermi seviyesine gore T=300 K’ de n- tipi bir Si’ daki Fermi enerji seviyesinin konumu

0.345 eV’ tur. Bu verilere gore, n-tipi Si katki konsantrasyonu ka¢ cm. tiir. (ni= 2x1010 cm-
3 ve kT=0.025 eV olarak alimz)

2x1017

Hicbiri

6x101s

4.8x101s

2x1016 -Dogru Cevap

Saf bir GaAs yar1 iletken i¢cin T= 160 K sicakliktaki Fermi enerji seviyesi ka¢ eV’tur?
(Bilgi: GaAs i¢in E.=1,42 eV, mx=0.067 mo, mp=0.67 mo, k=8,62x10-5 eV /K)

0.112

0.234

0.457

0.734 -Dogru Cevap
Higbiri

Elektron hareketliligi (mobilitesi) 0.14 m: V.1 s.1 olan bir Si’da T=300 K’de elektronlarin
difiizyon sabiti ka¢ m2/s’ dir? (kT/e = 0.025V aliniz)

Hicbiri

8.2x10-4

3.5x10: -Dogru Cevap

11.2x10-s
2.2x10-6

T=300 K’ de Germanyumun iletkenlik bandindaki etkin durum yogunlugu Ncka¢ m-
3 tiir? ( Ge icin: me= 0,55 mo =9.1x10-31kg; k=1.38x10-23] /K; h=6.62x10-34 Js ).

1.02x1025 -Dogru Cevap
2546.4

4.8

2.5x1028

Higbiri

T=0K’de Er+ 0,08 eV ve Er- 0,08 eV enerji seviyelerindeki elektronlarin bulunma olasihgi
sirasiyla asagidakilerden hangisidir?

0.32; 0.68
0.08; 0.92



0.04; 0.96
0; 1 -Dogru Cevap
Higbiri

Yar1 iletkenlerde etkin durum yogunlugu (Nc veya Nv ) sicaklikla nasil degisir?
Hicbiri

T

T3 -Dogru Cevap

Toas
Tir

Elektron hareketliligi (mobilitesi) 0.24 mz V.1 s-1 olan bir Si, 6x1022 m-3 Fosfor (F) atomlariyla
zenginlestirilirse 6zdirenci ka¢ Qm olur? (e = 1.6x10-19 C; n = Nb)

4.34x10-4 -Dogru Cevap
6x10-s

3.8x10-s

Hicbiri

2.6x10-3

p-tipi bir yari iletken iizerinde omik kontakt olusturmak i¢cin secmemiz gereken
metalin is fonksiyonu (&m) ne olmal1?

Higbiri

Pv > Ds -Dogru Cevap

Py = Ps

Py < Ps

p-tipi bir Si elde etmek icin, periyodik tablodaki hangi grup elemanlarim kullaniriz?

3 -Dogru Cevap
5

Hicbiri

4

1



[letim yéniinde 0.35 V’luk bir potansiyel uygulanmis olan bir Si diyottan T=300 K’de kag
mA akim geger? (i,= 2x10° A, kT = 0.025 eV)

“ 4x10
“ Hicbiri
s o
2.4 -Dogru Cevap
© 68
“ o2

Bakirin atomik kiitle numarasi 63.54 ve kiitle yogunlugu 9x10° kg/m?’ tiir. Fermi seviyesi kag
eV’ tur? (m.= m, = 9.1x103kg)

Y.

480

“ i

® 7 -Dogru Cevap
T

Higbiri

N.= 10#m-= ve Nu = 102m= ise silisyumdaki p-n eklemi i¢in T=300K’ de denge kontak
potansiyeli nedir? (n= 2x10* m=, kT/e = 0.025V aliniz)

“ 0886
© 02384

®  6.o5x10m

C Higbiri

O 0.771 -Dogru Cevap

3 eV enerjiye sahip bir fotonun dalga boyu kag (m’ duir? (hc =1.24 olarak alinsin.)

® 0.41 -Dogru Cevap
“ 023

o

“ 062

C Higbiri

T=300 K sicaklikta, m:"=0,07m,Vve donorlarmn iyonlagsma enerjisi Eo=6.6x103 eV olarak
verilen Si yar1 iletken maddesinin dielektrik sabiti ne kadardir?

865



Hicbiri
11

DI B

12 -Dogru Cevap
16

™

T=300 K sicakliktaki bir malzeme i¢in Fermi enerjisi seviyesi 6.25 eV’dur. Bu malzemedeki
elektronlar Fermi-Dirak dagilimina uymaktadir. 6.30 eV’daki bir enerji seviyesinin bir
elektron tarafindan iggal edilme olasiligi nedir? (kT=0.025 eV)

“ 002

“ 05
v -
0.12 -Dogru Cevap
“ 0.008
C Higbiri
p-tipi bir Si elde etmek i¢in, periyodik tablodaki hangi grup elemanlarini kullaniriz?

C 5

© o
“ Hicbiri
@ .
3 -Dogru Cevap
S’

Elektron hareketliligi (mobilitesi) 0.14 m2 Vst olan bir Si’da T=300 K’de elektronlarin
difiizyon sabiti kag m%/s’ dir? ( kT/e = 0.025V aliniz)

© gox104

® 3.5x10 -Dogru Cevap
© 11.2x10s

© 22x100

C Higbiri

T=300 K’ de Germanyumun iletkenlik bandindaki etkin durum yogunlugu Nc ka¢ m-
s tiir? ( Ge icin: m.= 0,55 m, =9.1x10-1kg; k=1.38x102]/K; h=6.62x10-+ Js).

®  1.02x10% -Dogru Cevap

Higbiri
2.5x10%
4.8

D



' 2546.4

p-tipi bir yar1 iletken tizerinde omik kontakt olusturmak i¢cin segmemiz gereken metalin
is fonksiyonu (®u) ne olmal?

C q)M:(Ds

Hicbiri
¢M < ¢S

i
-
v -

@, > @ -Dogru Cevap



p-tipi bir yar1 iletken tizerinde omik kontakt olusturmak icin se¢gmemiz gereken metalin is
fonksiyonu (@) ne olmali?

%q)M = (I)S

O @, < @

O Hicbiri

® &, > ® -Dogru Cevap

7=300 K sicakliktaki bir malzeme i¢in Fermi enerjisi seviyesi 6.25 eV’dur. Bu malzemedeki elektronlar Fermi-
Dirak dagiimma uymaktadr. 6.30 eV’daki bir enerji seviyesinin bir elektron tarafindan isgal ediime olasihg
nedir? (kT= 0.025 eV)

@® 0.12 -Dogru Cevap
O Higbiri

00.02

0 0.008

Qo5

T=0K’de Ex+ 0,08 eV ve Ex- 0,08 eV enerji seviyelerindeki elektronlarm bulunma olasiligr sirastyla
asagidakilerden hangisidir?

(0.32;0.68

O Higbiri
©0.08;0.92
©0.04; 0.96

@® 0; 1 -Dogru Cevap

N,=10**m3 ve Ng= 1022 m? ise silisyumdaki p-n eklemi icin T=300K’ de denge kontak potansiyeli nedir?
(n=2x10'6 m3, kT/e = 0.025V alniz)

O 6.25x10!!

0 0.384

0 0.886

O Higbiri

@® 0.771 -Dogru Cevap

Elektron hareketliligi (mobilitesi) 0.14 m”> V! s™! olan bir Si’da T=300 K’de elektronlarm difiizyon sabiti kag
m?/s’ dir? (kT/e = 0.025V alnz)

O 11.2x107
O Higbiri
O 8.2x10™



O 2.2x10°
®3.5x10°3 -Dogru Cevap

Bakirm atomik kiitle numarasi 63.54 ve kiitle yogunlugu 9x10° kg/m®” tiir. Fermi seviyesi kag eV tur? (me*=
m,=9.1x10-kg)

@® 7 -Dogru Cevap
032

04.82

O 11

O Higbiri

T=300 K’ de dogal silisyunun iletkenligi 5x10* Q*m! dir. Elektron ve hol hareketlilikleri (mobiliteleri)
srastyla 0.14 ve 0.05 m® V' 5! ise elektron-hol ifti yoguniugu n; kag m> tiir? (e =1.6x10"° C alnsm)
® 1.6x10"°m>  -Dogru Cevap

O 8x10'6 m3

O 4.46x10"7 m?

O Higbiri

O 2x10'% m3

Saf' Fermi seviyesine gore T=300 K’ de n- tipi bir Si” daki Fermi enerji seviyesinin konumu 0.345 eV’ tur. Bu
verilere gore, n-tipi Si katki konsantrasyonu kag cm” tiir. (n; = 2x10'% cm3 ve kT=0.025 eV olarak alniz)

O 6x101°

O Higbiri

@® 2x10'® -Dogru Cevap
O 4.8x1018

O 2x10Y7

Saf bir GaAs yar1 iletken icin T= 160 K sicakliktaki Fermi enerji seviyesi ka¢ eV’'tur? (Bilgi: GaAs
icin E=1,42 eV, m;=0.067 my, my=0.67 my, k= 8,62x107 eV/K)

0 0.234
O 0.457
@® 0.734 -Dogru Cevap
O Higbiri
00.112
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